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5. Verfahren nach irgendei nem der vorhergehenden Ansprache, bei dam der
Druck in dem Ger~t in dem Bereich vog %@;ﬁﬁq (5 Torr) oder weniger |iegt
und die Tenperatur in demGerat in d ﬁ] von etwa 250 * C bis 600 * C
liegt. 50 6. Verfahren nach irgendei nem der vorhergehenden Ansprtche, bei

dam das Ver hg.t NbfahfR nash irGeRbIERT dEIORBRBMLIMAHEK AsbrEhoNBS dokh SisHBubkiat 22N aus der
Tr~gergas in de&mpbe bedgkshi Mitd,adieVaus Adbidtormatefifl/ vridgdweRE Silikliif, dhisfh Metall und
HF- Lei st ungsdi Gidks®estéht.dam Berei ch von etwa 1/WcnR bis 4WcenR2 liegt. 55 7.
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c) erablir une dechar ge de plasma (24) dans l|ledit equi penent on appliquant
une densit4 3' ®locéérdsian 1d lecsndiBitiond1 @0\2| dame le4le nédiit ez Plppdrt estl 8élécticyné dénsde procmaY
une couche de deonsieiaciendio, i Ne, Xe.um de qualite el eveo (26) sur ledit substrat
(22). 2. Procede selon la revendication 1, dans |loquel ledit gaz reactif
cont onant 2sdet. | Proréddisalon Eene gipicbnaue des erivenditations 1 acfa dans deguel i'écovlement du gaz idkrte est
siliciumest SPeMscanopmplescede solon |a revendication 1 ou 2, dans | oquel
ledit gaz s gport est sel ectionne dans Ie roupe consistant on He, Ar, No,

Xe. 25 4. Pr FP659€ 3el9R Iume  guelcenoue deéf igns;, pIécEHeNtas Aans, lequel lagpressiopy slans ledit
I oquel 1" ecoul aHiRgment, es évé’?“ﬁ Regamme. do g@;ﬁ%h%l"t?g's e la foropéiye dans Jpdit
une quef’conqf@iRpRE S HﬂFS%[PW‘%ﬁ%""IB‘?“e?ég Chans | oquel | a pr essi on

dans ledit g UIPP nt e uesoonqu t: gg "tei 2 s; m)l nézi
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